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１．概要（Summary ）： 

ドライエッチング用マスク材料として TEOS-CVD 

SiO2 膜を採用することで、圧電薄膜の垂直加工性を

向上させる。 

 

２．実験（Experimental）： 

使用設備：プラズマ CVD装置/MPX-CVD（住友精

密工業株式会社製） 

圧電薄膜上に TEOS-CVD にて SiO2 を 1μm 成膜

しパターニング、圧電薄膜のドライエッチング加工用

マスクとした。 

※成膜条件は京都大学ナノハブ様推奨条件 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 Fig.1に（ａ）レジストマスクと（b）TEOS-SiO2マ

スクでドライエッチング加工した圧電薄膜の断面

SEM写真を示す。 

 

Fig. 1.（a）Cross sectional SEM image 

         after dry etching with 

photoresisit mask 

※photoresisit removed 

 

Fig. 1.（b）Cross sectional SEM image 

 after dry etching with TEOS-SiO2 film mask 

 

 ドライエッチング用マスク材料をレジストから

TEOS-SiO2 に変更することで垂直加工性の改善を確

認できた。 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

・特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし。 

 

６．関連特許（Patent）： 

なし。 
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